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氮化镓单晶衬底片X射线双晶摇摆曲线
半高宽测试方法

1 范围

本标准规定了利用双晶X射线衍射仪测试氮化镓单晶衬底片摇摆曲线半高宽的方法。

本标准适用于化学气相沉积及其他方法生长制备的氮化镓单晶衬底片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
衍射平面 thediffractionplane

X射线入射束、衍射束构成的平面。

3.2
半高宽 fullwidthathalfmaximum;FWHM
摇摆曲线最大强度一半处曲线的宽度。

3.3
χ轴 χaxis
倾斜样品的轴,由样品台表面和衍射平面相交而成。

3.4
χ角 χangle
样品某晶面与样品表面的夹角。

3.5

φ 角 φangle
样品台绕样品表面法线旋转的角度。

3.6

φ 扫描 φscan
连续改变φ 角并记录衍射强度的测量模式。

3.7
ω 角 ωangle
入射X射线与样品台表面的夹角。
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